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4 UDS
,sat
- Ua - Hin. + hi . 4-Jazzt)

( iso -
Ei" •Er

=
79 . 8,854 . to

-"Fleur
diso f. 10-7cm

= 4,31 . 10-7 Fleur

k • VEsub-Eo.ee/NA-Ciso
=
MM-81854.to#Fcmr1i6oz.b-Yts.IoYui3T

4131 . 10-7 F)an2

- 013 JT

2% = &.

"
-
"•T.lu ( NE)e

- 2. 25,9mV . hi )
- 0,85W

2 % - dinu ; ←% - Ei - Ef



⇒ UDS
,sag
- 3W - 0,85W -14,3Tv)

>
.

(1-1+21)
(0,3A)2

= 3W - 0,85 V - 0,65N - 1,5W



⑤ ( i, =
Er
, iso

- {°
•

3,9 . 8,854.10
""-17cm

diso 5.10-7cm

= 6,9 . 10
"

Fleur

2% - ¢;" - 0,85W

Up,
- ¢.mg -

\ f +④" +%-) ( Qm - ④µ. -o !)(iso

- - 0,98W -
1,602.10

-"
As -5.10^1-2

6,9 . 10
- +Fluid!- 1,10W

01ms - Olm -% ' = Differenz zwischen
1 \ Vakuum und Fermi -
Metall HL Niveau

wie kommt man auf das ? ? ?

Geg . sei der nachfolgende Graph . Damit

kann der Wert bestimmt werden . Oder

durch Angabe in der Aufgabe !
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( für Uss :o)

Uth > YFß + 2dg y
ZGEr.CN/t(20ggN

Cisco

- - 1,1 V + 0,85W +

2.mi-JAS-y.li/4Fkm.4boz.1o-MAs.I0Ini?o,f5v619.lO-7F/cm2
- 0,0ZU

016V - -0,02✓ y
EFB
(iso

FB - 0,62W . 6,9-10-7Flur . f- - 2,67 .①
"
im
-2
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( jg. =

Eisoiceo
=

319.81854.10
"" Een

dis 5.10-5cm

= 6.9.10
. "
Fleur

2dB - ✗in - 0,85W | UFB - -1,1W

Uth ' Mfg -1 201g 1- ZEOEriiso.eNA.IO/rsCiso
= 24,12W
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Ugn - Einstellung mittels Uns

d. Um • ZE-E.ve/NA~.(zgg+UgsT--gf2oI)Ciso

•

2.Mit - 8,854 . IÖ
"Fleur . 1,602.10-1%-041

619.10-7 Flau

• (EE - fast)

- 0,21 V



& Kmzhanal effekte ,
bis zum

Verlust der Steuerbarkeit !

Abhilfe: ( englische Suchbegriffe)

- Threshold voltage roll - off
- Drain induced barrier Louering ↳BL)
- Hot carrier injection
- Velocity saturation
- Quantum eoufinemeut
- d- balance breakdown

Andere FET - Strukturen , z.B .FINFET

oder sogar Paradigmenwechsel , d.h . nicht

Gewiß
isch

"Ö oder
"

i
.

Beispiel aus der Supraleitung :

Rapid Single Flux Quantum RSFQ - Logik
magu . Fließ ersetzt Ladung



9 t. ist die Zeit , in der sich die

Zahl in der aktiven Transistoren pro

Chip verdoppelt .

Exponentiell gesetz :

m- no . 2
""

( tz to ⇒ n - zuo)

Logarithmieren :

tu % - ¥ hr2

Gude als mittleres Wachstum in
Abb

. 1 führt zu to
.

Anstieg u im Verlauf von 1°Jahren
(1975--1985) führt auf eine Erhöhung
der Zahl der Transistoren pro Chip auf
das 30fache (3.105/104)



du % - ¥ tu 2

du 30 -
1° ä

. he 2
to

⇒ to - Katz - hr2 - 2104 ä

Zeit der Verdopplung der Transistoren
pro Chip beträgt etwas mehr als 2 Jahre .
( Moore sagte eine Verdopplung alle 18

Monate voraus )


